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　酸化物はイオン結合性から共有結合性までを併せ持ち、高い絶縁性から金属性に至る幅
広い伝導特性、誘電性、磁性、超電導性等、実に多くの物性を示す物質である。特に遷移金
属酸化物においてその伝導特性は、Zaanen, Sawatzky, Allenのダイヤグラム [1]によってお
おまかに分けられる。これによれば、酸素から遷移金属へ電子を移動するのに必要な電荷移
動エネルギー、または遷移金属イオン内の d電子間のクーロンエネルギーに相当するU の
どちらかが、一電子バンド幅W に対して小さい値をとる場合、金属的性質を示すことが示
唆される。これを満たす物質のひとつにTiOが挙げられる。TiOではその d電子の波動関数
が広がっているため U がW より小さくなる。また一般に TinO2n 1 では、nの値によって
絶縁体から n型半導体、金属へと変化する（n :1! 1）[2][3]。今回まず我々は、このTiO
の金属的特性を利用し、MgO(100)基板上に伝導性の超薄膜を形成することを試みた。通常
MgOのような酸化物結晶表面において金属は、表面自由エネルギーの境界での釣り合いが、
oxide < metal + interfaceとなり、3次元の島状成長になる [4]。したがって、金属の 2次元
の膜状成長を数MLの厚さで酸化物上で実現することは難しい。しかしTiOはMgOと同じ
岩塩型酸化物結晶であり、その格子定数も 4.17Aと 4.203Aのように１%未満のミスマッチし
かない。その為、MgO基板上への２次元エピタキシャル膜成長が期待できる。MgO(100)基
板上へのTiOのエピタキシャル成長はT.Suzuki, R.Soudaによって報告されている [5]。我々
はMBEを用いてMgO(100)上に、ソースに対して基板を回転させながら約 0.01A=sのゆっ
くりとした蒸着速度でTiO層を形成した。その際、RHEEDパターン及び強度振動が得られ
たことから、MgO上でのTiOの 2次元膜成長を確認した。その後、作製したTiO層をバッ
ファ層としてMgO-TiO超格子構造を作成した。MgOは大きなバンドギャプを持ち、通常不
純物のドーピング等では特性の変化を示さないことから優れた絶縁体とされる。われわれは
このMgOを障壁として利用した、トンネルダイオード構造を試作することを目指した。構
造の解析はRHEED、XRD、XRRによって行なった。また膜表面の観察をAFMで行った。
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